MétrAl

. ) . . . .
Domaine d’application Innovation & points forts

Nouvelle filiere de composants opto-électroniques a base de Utilisation de matériaux a base d’ aluminium pour

matériaux Aluminium (InAlGaAs(P)/InP) pour applications aux améliorer les performances en température

réseaux locaux et métropolitains améliorer les performances dynamiques des lasers

Transmission opto-électronique analogique dans la bande Ku Mise en place d’'une filiere industrielle

Conception et réalisation

Matériaux a base d’aluminium Contréle dimensionnel au nm
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Amélioration de I'analyse fine des traces, en particulier de I'oxygéne traitement anti-reflet
Résultats
Lasers non refroidis pour transmission Laser DFB et PIN pour liaison analogique
numérique 10 Gh/s dans la bande Ku (18GHz)
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Puissance de sortie des lasers en fonction de la température

bandes passantes > 18 GHz obtenues
pas de dégradation catastrophique due a la présence d’aluminium dans la structure
Apport de l'aluminium :
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Température maximale passe de 95° a 105 Quantum
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